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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品が載置された後に金型を使用して前記電子部品が樹脂封止される回路基板であ
って、
　前記回路基板上に設けられ前記電子部品に対して電気信号を授受するための回路パター
ンと、
　前記回路パターンを保護するために該回路パターンのうち少なくとも一部を覆って設け
られるとともに複数の凸部を有する保護膜とを備え、
　前記複数の凸部の存在によって前記保護膜と前記金型との接触面積が減少することによ
って、樹脂封止後の前記回路基板が前記金型から引き離される際に静電気の発生が抑制さ
れることを特徴とする回路基板。
【請求項２】
　請求項１記載の回路基板において、
　前記複数の凸部は、前記保護膜に混入された絶縁性粒子によって形成されていることを
特徴とする回路基板。
【請求項３】
　請求項１記載の回路基板において、
　前記複数の凸部は、前記回路基板上における保護を必要としない部分を露出させるよう
に前記保護膜に開口を設けることによって形成されていることを特徴とする回路基板。
【請求項４】
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　請求項１記載の回路基板において、
　前記複数の凸部は、前記保護膜が部分的に異なる膜厚を有することによって形成されて
いることを特徴とする回路基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＩＣ等の電子部品が実装される回路基板であって、特に、実装後にモールド
樹脂によって樹脂封止される工程で発生する静電気を抑制する回路基板に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、製品の小型化という要請に対応するために、いわゆるＢＧＡ(Ball Grid Array) 
が提案されている。このＢＧＡは、回路基板の上面に装着した半導体チップをモールド樹
脂内に封止すると共に、回路基板の下面にボールバンプをマトリックス状に配設した構造
を備えている。
　ＢＧＡに用いられている従来の回路基板について、図５を参照して説明する。図５（１
），（２）は、従来の回路基板であって、それぞれ半導体チップが実装された後に、金型
にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型開きされた状態とを示す断面図
である。図５（１），（２）において、基材１の両面に設けられ層間接属された回路パタ
ーン２ａ，２ｂ上に、絶縁性樹脂からなる平滑な保護膜３ａ，３ｂが設けられている。上
面の保護膜３ａは、例えば、回路パターン２ａを露出させて文字表示として使用する露出
部分、ワイヤボンディング用のパッド等の領域以外を、言い換えれば本来露出させる必要
がある領域以外をすべて覆うようにして設けられている。下面の保護膜３ｂには、それぞ
れ回路パターン２ｂから延びてマトリックス状に設けられたランド４を露出させるように
して、開口が設けられている。基材１、回路パターン２ａ，２ｂ、保護膜３ａ，３ｂ、及
びランド４は、回路基板５を構成する。
　上面の保護膜３ａ上にはＩＣ等の半導体チップ６が載置されている。半導体チップ６の
電極（図示なし）と回路パターン２ａとは、ボンディングワイヤ７を介して電気的に接続
されている。
【０００３】
　回路基板５が樹脂封止される際には、図５（１）に示されているように、上型８と下型
９とが型締めされ半導体チップ６の周囲にはキャビティ１０が形成される。更に、溶融さ
れた樹脂がキャビティ１０に加圧充填されて、図５（２）に示されているように、充填さ
れた樹脂が硬化してモールド樹脂１１が形成された後に上型８が型開きされる。その後に
、樹脂封止された回路基板５は、下型９から取り出される。最終的には、ボールバンプ（
図示なし）が各ランド４上に設けられて、ＢＧＡが完成する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来の回路基板を使用する場合には、上型８と下型９とから樹脂封
止後の回路基板５を取り出す際に、絶縁性樹脂からなる平滑な保護膜３ａ，３ｂが金型か
ら引き離されることによって、保護膜３ａ，３ｂと金型との間において静電気が発生する
おそれがあった。そして、発生した静電気は、回路パターン２ａ，２ｂとボンディングワ
イヤ７とを介して半導体チップ６に印加されて、最悪の場合には半導体チップ６を電気的
に破壊すること、すなわち静電破壊が発生していた。また、樹脂封止後のバリの発生を防
ぐために、上型８と下型９とが回路基板５を所定の型締圧によって型締めするので、回路
基板５の保護膜３ａ，３ｂの広い領域がそれぞれ上型８と下型９とに強く密着して、いっ
そう静電気が発生しやすくなっていた。
【０００５】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、樹脂封止後の回路基板が
金型から取り出される際に静電気の発生を抑制し、ひいては電子部品の静電破壊を防止す
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る回路基板を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
【０００８】
　上述の技術的課題を解決するために、本発明に係る回路基板は、電子部品が載置された
後に金型を使用して電子部品が樹脂封止される回路基板であって、回路基板上に設けられ
電子部品に対して電気信号を授受するための回路パターンと、回路パターンを保護するた
めに該回路パターンのうち少なくとも一部を覆って設けられるとともに複数の凸部を有す
る保護膜とを備え、複数の凸部の存在によって保護膜と金型との接触面積が減少すること
によって、樹脂封止後の回路基板が金型から引き離される際に静電気の発生が抑制される
ことを特徴とするものである。
【０００９】
　また、本発明に係る回路基板は、上述の回路基板において、複数の凸部は、保護膜に混
入された絶縁性粒子によって形成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明に係る回路基板は、上述の回路基板において、複数の凸部は、回路基板上
における保護を必要としない部分を露出させるように保護膜に開口を設けることによって
形成されていることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明に係る回路基板は、上述の回路基板において、複数の凸部は、保護膜が部
分的に異なる膜厚を有することによって形成されていることを特徴とするものである。
【００１２】
【作用】
　本発明によれば、樹脂封止後であって金型から取り出される前の回路基板において、金
型に接触する部分である保護膜が導電性を有しているので、回路基板が金型から取り出さ
れる際に静電気の発生が抑制される。更に、静電気が発生した場合でもその静電気が金型
へと流出される。したがって、電子部品に対して印加される静電気が低減されるので、電
子部品の静電破壊を確実に防止することができる。
　また、本発明によれば、凸部を有する保護膜によって、保護膜と金型との接触面積が減
少する。これにより、保護膜と金型との間の密着性が低下するので、金型から回路基板が
取り出される際に、すなわち金型から保護膜が引き離される際に、静電気の発生が抑制さ
れる。したがって、電子部品に対して印加される静電気が低減されるので、電子部品の静
電破壊を確実に防止することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　（参考例）
　以下、本発明の参考例について、図面を参照しながら説明する。図１（１），（２）は
、本参考例に係る回路基板であって、それぞれ半導体チップが実装された後に、金型にセ
ットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型開きされた状態とを示す断面図であ
る。図１（１），（２）において、基材２０の両面には、層間接属された回路パターン２
１ａ，２１ｂが設けられている。上面の回路パターン２１ａ上には、保護膜２２ａ，２３
ａが、順次設けられている。ここで、下層の保護膜２２ａは絶縁性樹脂により形成され、
最上層の保護膜２３ａは例えば炭素の微粒子等の導電性物質を含んで平滑に形成されてい
る。下面の回路パターン２１ｂ上には、保護膜２２ｂが設けられている。保護膜２２ｂに
は、それぞれ回路パターン２１ｂから延びてマトリックス状に設けられたランド２４を露
出させるように、開口が設けられている。基材２０、回路パターン２１ａ，２１ｂ、保護
膜２２ａ，２３ａ，２２ｂ、及びランド２４は、プリント基板(Printed Circuit Board) 
と称されている回路基板２５ａを構成する。
　保護膜２３ａ上には、ＩＣ等の半導体チップ３０が載置されている。半導体チップ３０
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の電極（図示なし）と回路パターン２１ａとは、ボンディングワイヤ３１を介して電気的
に接続されている。最終的には、ボールバンプ（図示なし）が各ランド２４上に設けられ
て、ＢＧＡが完成する。
　回路基板２５ａが樹脂封止される際には、図１（１）に示されているように、上型４０
と下型４１とが型締めされ半導体チップ３０の周囲にはキャビティ３２が形成される。更
に、溶融された樹脂がキャビティ３２に加圧充填され、図１（２）に示されているように
、樹脂が硬化してモールド樹脂３３が形成された後に上型４０が型開きされる。
【００１４】
　ここで、本参考例に係る回路基板の特徴は、最上層の保護膜２３ａが、導電性物質を含
んで形成されていることである。これにより、保護膜２３ａは導電性を有するので、上型
４０から樹脂封止後の回路基板２５ａが引き離される際に、保護膜２３ａと上型４０との
間における静電気の発生を抑制することができる。更に、静電気が発生した場合でも、発
生した静電気は導電性を有する保護膜２３ａによって下型４１へと導かれる。したがって
、半導体チップ３０に印加される静電気が大幅に低減されるので、半導体チップ３０の静
電破壊を確実に防止することができる。
【００１５】
　なお、本参考例の説明においては、導電性物質を含ませて形成する保護膜を上面の保護
膜の最上層としたが、これに限らず、導電性を有する１層の保護膜を回路パターン２１ａ
上に設けてもよい。この場合には、各回路パターン２１ａ相互間について必要な絶縁性を
確保できる程度に、保護膜に含ませる導電性物質の種類や量等を決定すればよい。
【００１６】
　また、必要に応じて、下面の保護膜についても、導電性を有する１層の保護膜を回路パ
ターン２１ｂ上に設けてもよいし、複数の層からなる保護膜の最上層を導電性を有する層
にしてもよい。
【００１７】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図２（１），
（２）は、本実施形態に係る回路基板であって、それぞれ半導体チップが実装された後に
、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型開きされた状態とを示す
断面図である。回路基板２５ｂの上面における保護膜２２ａには、例えばガラス等の絶縁
性粒子２６が含まれている。絶縁性粒子２６によって、保護膜２２ａの表面には微小な凸
部２７が形成されている。
【００１８】
　ここで、本実施形態に係る回路基板の特徴は、保護膜２２ａの表面に微小な凸部２７が
形成されていることである。これにより、微小な凹凸を有する保護膜２２ａと上型４０と
の間の密着性が低下するので、上型４０から回路基板２５ｂが取り出される際に、すなわ
ち上型４０から保護膜２２ａが引き離される際に、静電気の発生が抑制される。したがっ
て、半導体チップ３０に対して印加される静電気が低減されるので、半導体チップ３０の
静電破壊を確実に防止することができる。
【００１９】
　図３（１），（２）は、本実施形態に係る別の回路基板であって、それぞれ半導体チッ
プが実装された後に、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型開き
された状態とを示す断面図である。回路基板２５ｃの上面における保護膜２２ａは、回路
パターン２１ａのうち保護が必要な領域、例えば電気的に絶縁コートされることが必要な
領域のみを覆っている。言い換えれば、回路基板２５ｃの上面においては、絶縁コートが
不要である領域は開口２８によって露出しているので、本来露出されるべき部分以外をす
べて覆う場合に比べて、保護膜２２ａの有無による凹凸がより多く生じることになる。
【００２０】
　これにより、凹凸を有する保護膜２２ａと上型４０との間の密着性が低下するので、上
型４０から回路基板２５ｃが取り出される際に、すなわち上型４０から保護膜２２ａが引
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き離される際に、静電気の発生が抑制される。したがって、半導体チップ３０に対して印
加される静電気が低減されるので、半導体チップ３０の静電破壊を確実に防止することが
できる。
【００２１】
　図４（１），（２）は、本実施形態に係る更に別の回路基板であって、それぞれ半導体
チップが実装された後に、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型
開きされた状態とを示す断面図である。回路基板２５ｄの上面における保護膜２２ａは、
所定の部分に凸部２７と凹部２９とが存在するように設けられている。凸部２７と凹部２
９とを有する保護膜２２ａは、例えば、保護が必要な領域の全部に下層保護膜を塗布した
後に、下層保護膜の上に格子状の上層保護膜を塗布することにより形成することができる
。
【００２２】
　これにより、凹凸を有する保護膜２２ａと上型４０との間の密着性が低下するので、上
型４０から回路基板２５ｄが取り出される際に、すなわち上型４０から保護膜２２ａが引
き離される際に、静電気の発生が抑制される。したがって、半導体チップ３０に対して印
加される静電気が低減されるので、半導体チップ３０の静電破壊を確実に防止することが
できる。
【００２３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、保護膜２２ａの凸部によって、上型４０と
保護膜２２ａとの密着性が低下するので、上型４０から回路基板２５ｂ～２５ｄを取り出
す際に静電気の発生が抑制される。したがって、半導体チップ３０に対して印加される静
電気が低減されるので、半導体チップ３０の静電破壊を確実に防止することができる。
【００２４】
　なお、本実施形態の説明においては、回路基板の上面の保護膜について説明したが、下
面の保護膜についても同様に凸部を形成することができる。
　また、回路基板の使用されていない部分に凹部又は貫通穴を設けた後に、保護膜を形成
してもよい。これにより、その凹部又は貫通穴の上において、保護膜の膜厚が小さくなり
、あるいは保護膜が形成されない部分ができる。したがって、回路基板の保護膜において
凸部を形成することができる。
【００２５】
　また、以上説明した実施形態においては、回路基板としてプリント基板を使用したが、
これに限らず、ポリイミド等からなり可撓性を有するフイルム状の基板、いわゆるフレキ
シブル回路基板(Flexible Printed Circuit)を使用してもよいことはいうまでもない。
　更に、本発明に係る回路基板は、半導体チップの他にも、静電気に対して耐性が低い電
子部品に対して使用することができる。
【００２６】
【発明の効果】
　本発明によれば、モールド樹脂によって封止された後の回路基板を金型から引き離す際
に、回路基板上に設けられた導電性を有する保護膜によって静電気の発生を抑制すること
ができる。また、回路基板上に設けられ凸部を有する保護膜によって、保護膜と金型との
密着性が低下するので、モールド樹脂によって封止された後の回路基板を金型から引き離
す際に、静電気の発生を抑制することができる。
　したがって、電子部品に対して印加される静電気が低減されるので、電子部品の静電破
壊を確実に防止することができる。これにより、電子部品の静電破壊が確実に防止される
回路基板を提供できるという、優れた実用的な効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（１），（２）は、それぞれ本発明の参考例に係る回路基板上に半導体チップ
が実装された後に、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型開きさ
れた状態とを示す断面図である。
【図２】　（１），（２）は、それぞれ本発明の第１の実施形態に係る回路基板上に半導
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型開きされた状態とを示す断面図である。
【図３】　（１），（２）は、それぞれ本発明の第１の実施形態に係る別の回路基板上に
半導体チップが実装された後に、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上
型が型開きされた状態とを示す断面図である。
【図４】　（１），（２）は、それぞれ本発明の第１の実施形態に係る更に別の回路基板
上に半導体チップが実装された後に、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後
に上型が型開きされた状態とを示す断面図である。
【図５】　（１），（２）は、それぞれ従来の回路基板上に半導体チップが実装された後
に、金型にセットされ樹脂封止前の状態と、樹脂封止後に上型が型開きされた状態とを示
す断面図である。
【符号の説明】
　２０　基材
　２１ａ，２１ｂ　回路パターン
　２２ａ，２２ｂ，２３ａ　保護膜
　２４　ランド
　２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄ　回路基板
　２６　絶縁性粒子
　２７　凸部
　２８　開口
　２９　凹部
　３０　半導体チップ
　３１　ボンディングワイヤ
　３２　キャビティ
　３３　モールド樹脂
　４０　上型
　４１　下型
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